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Mittelschneller Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor der Bauform B 3/25 — 3a
nach TGL 11 811, Kollektor am Gehduse, fiir die Verwendung in elektronischen Daten-
verarbeitungsanlagen
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Masse ca. 1 g
Grenzwerte giiltig bis ..
Kollektor-Basis-Spannung Uceo =30V
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo =25V
Emitter-Basis-Spannung Ueso =5V
Kollektorstrom beitay = 20 ms leL = 500 mA
Kollektorspitzenstrom Tcl_ = 700 mA
Basisstrom leL = 250 mA
Gesamtverlustleistung bei da = 25°C PvL = 600 mW
Gesamtverlustleistung bei #c = 25°C PvL = 25W
Sperrschichttemperatur )] = +175°C
Umgebungstemperatur PaL = —40°C bis +125°C
Wdrmewiderstand Rihja = 250 grd/W
Warmewiderstand Rihje =< 60 grd/W
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Uit
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Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom lcso 25 nA
Ucs =20V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung  U(gr)ceo 25V ,
lc = 50 mA @
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung  Usgesat 1V 2
Ig = 40 mA 33
lc = 400 mA geg::

23
Dynamische Kennwerte 5o
KurzschluBstromverstarkung hoie 18 35 A
Uce == 1V 28 71 B
Ic = 400 mA 56 140 C
Messung erfolgt impulsmaBig
Ubergangsfrequenz fr 30 MHz
Uce =12V
|c = 50 mA
f = 15 MHz
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Bestellbeispiel fiir einen Transistor

der Stromverstdarkungsgruppe C Transistor SS 125 C
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KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) ‘D
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